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※概要（Summary）： 

電子線描画を用いることでグラフェンのエッチング、

超伝導体 NbN のパターニングを行い、レーザーリソ

グラフィ、12 連電子銃蒸着を用いることでボンディ

ングパッド（パッド）Ti/Au=100/1000Åの作製を行っ

た。その結果、グラフェン/NbN 接合を作製すること

ができ、超伝導電流を観測することに成功した。 

※実験（Experimental）： 

[利用した主な装置] 

・電子ビーム描画装置     ・レーザー露光装置 

・多目的ドライエッチング装置 ・ワイヤーボンダー 

・12連電子銃型蒸着装置       ・自動スクライバー  

・室温プローバーシステム 

[実験方法] 

① 酸化膜（90nm）付きシリコン基板にレジスト

（ZEP520A）を塗布し、電子線描画を用いてドー

ズ量 240C/cm2で描画を実行した。描画後，キシ

レン→ IPAの順に現像処理をした。 

② 反応性イオンエッチング(RIE)を実行し、グラフ

ェンをエッチングした後レジスト剥離をした。 

③ 超伝導電極作製のため、レジスト（ZEP520A）を

塗布し、電子線描画を用いてドーズ量

0.15uC/cm2で描画を実行した。描画後，キシレン

→ IPAの順に現像処理をした。 

④ Ti= 100Åを蒸着、NbN =600Åをスパッタし、リ

フトオフした。 

⑤ パッド作製のため、下層レジスト（PMGI SF9）、

上層レジスト（AZ5214）を塗布し、レーザーリソ

グラフィを用いてドーズ量 140mJ/ cm2で描画を

実行した。描画後，TMAH2.38%→ 純水の順に現

像処理をした。 

⑥ 12 連電子銃蒸着を用いることで Ti/Au = 

100/1000Åを蒸着し、リフトオフした。 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

RIE装置、電子線描画装置、レーザー露光装置を用いる

ことで NbN/グラフェン/NbN接合を作製した。 

その結果、40mKにおいて超伝導電流の観測に成功した

（図 1）。さらに、印加磁場に対する臨界電流 IC の振動

を観測した（図 2）。この振動周期は接合面積から予想さ

れる振動周期とほぼ一致しているため設計通りの素子

が出来ている。 

-12 -8 -4 0 4 8 12
-40

-20

0

20

40

 

 

C
ur

re
nt

 (
nA

)

Voltage (V)  

図 1 素子の電流-電圧特性 
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図 2 臨界電流の磁場依存性 
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